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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft elektrische
Verbindungssysteme und betrifft insbesondere elek-
trische Hochleistungsverbindungssysteme, welche
eine Signalbehandlung darin bereitstellen.

HINTERGRUNG DER ERFINDUNG

[0002] Es existiert eine Fulle von Anwendungen
zum Beeinflussen eines elektrischen Kontakts zwi-
schen zwei Leitern. Beispiele derartiger Anwendun-
gen umfassen Kabelsteckverbinder, Steckverbinder
fur PC-Platinen, Sockelverbinder, DIP-Trager usw.
Bei einer beispielhaften Anwendung kann ein Verbin-
dungssystem eine Verbindung zwischen einer An-
zahl von Anschlissen auf einer ersten gedruckten
Schalungsplatine mit einer Anzahl entsprechender
Anschlisse auf einer zweiten gedruckten Schal-
tungsplatine bewirken. Derartige Vorrichtungen wer-
den verwendet, um eine elektrische Schnittstelle zwi-
schen zwei Schaltungsplatinen bereitzustellen. Bei
einer anderen beispielhaften Anwendung kann ein
Verbindungssystem eine Verbindung zwischen ei-
nem Anschluss einer integrierten Schaltung und ei-
ner leitenden Kontaktflache oder einem Anschluss
auf einer gedruckten Schaltungsplatine bewirken.
Die Schaltungsplatine kann dann an eine Testvorrich-
tung oder an ein anderes Steuerungsmittel ange-
schlossen werden. Derartige Vorrichtungen werden
verwendet, um das Leistungsvermdgen von integrier-
ten Schaltungen zu beurteilen.

[0003] Zahlreiche Uberlegungen beziehen sich auf
die Struktur eines elektrischen Verbindungssystems,
wobei sowohl elektrische als auch mechanische
Uberlegungen eingeschlossen sind. Bei typischen
Verbindungssystemen muss seinem elektrischen
Leistungsvermdgen, einschlielich Selbstinduktivitat,
Widerstand, Kapazitat, Impedanzanpassungsmerk-
male usw., besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Es miissen auch mechanische Uberlegun-
gen einschlieRlich der Anforderungen an die Lebens-
dauer, der Reparierbarkeit oder Ersetzbarkeit, der
Anforderungen an die Betriebstemperatur usw. ange-
stellt werden. Schlief3lich kdnnen spezifische Anwen-
dungen eines elektrischen Verbindungssystems zu
einer Anzahl von einzigartigen Parametern fuhren,
welche auch betrachtet werden mussen. Beispiels-
weise mussen bei einem Verbindungssystem, wel-
ches eine elektrische Verbindung zwischen einem
Kontaktanschluss einer integrierten Schaltung und
einem Anschluss einer gedruckten Schaltungsplatine
bereitstellt, verschiedene Parameter, einschlief3lich
der Planparallelitdt der Anschlisse, der mechani-
schen Fertigungstoleranzen und die Ausrichtung des
Gerats und die Orientierung der Anschlisse des Ge-
rats relativ zum Verbindungssystem betrachtet wer-
den.

[0004] Eine Hauptaufgabe eines Verbindungssys-
tems ist es, eine verzerrungsfreie elektrische Verbin-
dung zwischen zwei Anschlissen zu unterhalten. Um
dies zu erreichen, muss ein Verbindungssystem
sorgfaltig entworfen werden, um die Kontaktinduktivi-
tat und den -Widerstand, die Kapazitat zwischen den
Anschlissen, die Kapazitat zwischen Anschluss und
Masse, das elektrische Entkoppelungssystem und
das Impedanzanpassungsmerkmal des Signalwegs
zu steuern. Alle diese Eigenschaften tragen in gewis-
sem Umfang zur verzerrenden Beschaffenheit des
elektrischen Verbindungssystems bei.

[0005] Es wurden verschiedene Verfahren entwi-
ckelt, um mitzuhelfen, die schadlichen Wirkungen
des Verbindungssystems zu minimieren. Ein tbliches
Verfahren ist es, Signalbehandlungsschaltungen be-
nachbart zu den elektromechanischen Kontakten des
elektrischen Verbindungssystems bereitzustellen.
Die Signalbehandlungsschaltungen, typischerweise
diskrete Elemente, wie beispielsweise Terminie-
rungskomponenten, werden verwendet, um die Im-
pedanz der Schaltung einzustellen und zu steuern.
Weil die erforderlichen Signalbehandlungskompo-
nenten und elektromechanischen Kontakte physika-
lisch getrennt sind, ist es schwierig, ein ideales Ver-
bindungssystem zu erhalten, wodurch die Genauig-
keit, Prazision und Reproduzierbarkeit des Verbin-
dungssystems beeintrachtigt wird.

[0006] Eine Struktur nach dem Stand der Technik
wird im US-Patent Nr. 3 880 493, erteilt am 29. April
1975 an Lockhart, Jr. vorgeschlagen. Lockhart
schlagt einen Testsockel zum Verbinden einer inte-
grierten Schaltung im Dual-in-Line-Gehause und ei-
ner gedruckten Schaltplatine vor. Es wird ein Kon-
densator im Kérper des Sockels bereitgestellt, wobei
das Sockelmaterial das Dielektrikum fiir den Konden-
sator bereitstellt. Die Kontakte des Kondensators ste-
hen im Kontakt mit den Sockelanschlissen, welche
wiederum im Kontakt mit dem Gehause der integrier-
ten Schaltung stehen. Das bedeutet, dass Lockhart
einen Testsockel vorschlagt, wobei der Kondensator
im Sockelkorper bereitgestellt wird, statt auf der
»1estplatine”, wie zuvor diskutiert.

[0007] Eine MaRnahme zum Verbinden einer ersten
Schaltungsplatine, welche einen Testsockel zu einer
koaxialen Sondenkarte und schliellich zu einem
IC-Tester enthalt, wird im US-Patent Nr. 4,996,478,
erteilt am 26. Februar 1991 an Pope, vorgeschlagen.
Die erste Schaltungsplatine weist einen Testsockel
fur eine integrierte Schaltung auf, welche daran an-
geschlossen ist, und fihrt vom Testsockel fur eine in-
tegrierte Schaltung zu durchkontaktierten Ldchern
und weiter zu nicht durchgehenden Kontaktléchern.
Die koaxiale Sondenkarte belegt dann die nicht
durchgehenden Kontaktlécher, um einen elektri-
schen Kommunikationsweg zwischen dem |IC-Tester
und dem Testsockel flr eine integrierte Schaltung be-
reitzustellen.

[0008] Ein Verfahren zur Rauschreduzierung bei ei-
nem Telefonstecker wird im US-Patent Nr. 4,695,115,
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erteilt am 22. September 1987 an Talend, vorge-
schlagen. Talend schlagt einen modularen Stecker
fur Telefone vor, bei welchem diskrete Uberbri-
ckungskondensatoren mit den Anschlissen des Ste-
ckers verbunden sind, um dort Rauschen herauszu-
filtern. Talend zieht eine Verwendung monolithischer
Kondensatoren mit Oberflachenmontage in Betracht,
welche sich zu einer Masseflache im modularen Ste-
ckerelement erstrecken.

[0009] Die Verwendung eines Pi-Netzwerks, um
Rauschen in einem Steckverbinder zu reduzieren,
wird im US-Patent Nr. 4,853,659, erteilt am 1. August
1989 an Kling, vorgeschlagen. Kling schlagt eine Ver-
wendung eines planaren Pi-Schaltungsfilters vor,
welcher ein Parallelkondensatorpaar und dazwi-
schen ein induktives Element in Reihe umfasst. Kling
zieht eine Verwendung des Pi-Schaltungsfilters in
Verbindung mit Kabelsteckverbindern oder derglei-
chen in Betracht.

[0010] Ein Millimeterwellen-Sensor zur Verwendung
beim Eingeben von Signalen mit Frequenzen ober-
halb von 50 GHz wird im US-Patent Nr. 4,983,910, er-
teilt am 8. Januar 1991 an Majidi-Ahy et al., vorge-
schlagen. Bei Majidi-Ahy et al. verbindet ein Eingang-
simpedanz-Anpassungsabschnitt die Energie von ei-
nem Tiefpassfilter mit einem Paar von angepassten,
antiparallelen Dioden mit Stegbefestigung. Diese Di-
oden erzeugen ungeradzahlige Oberwellen, welche
von einer Ausgangsimpedanz-Anpassungsschaltung
durch die Dioden durchgelassen werden.

[0011] SchlieBlich wird ein kapazitiv bestlckter
Sensor, welcher fir eine kontaktlose Erfassung so-
wohl analoger und digitaler Signale verwendet wer-
den kann, im US-Patent Nr. 5,274,336, erteilt am 28.
Dezember 1993 an Crook et al., vorgeschlagen. Bei
Crook et al. besteht der Sensor aus einer abge-
schirmten Sensorspitze, einem Sensorkorper, wel-
cher mechanisch mit der Sensorspitze verbunden ist,
und einer Verstarkerschaltung, welche innerhalb des
Sensorkorpers angeordnet ist.

[0012] US-A-5 096 426 offenbart einen Kontakt mit
mehreren leitfahigen Sektoren, welche eine gesteu-
erte Impedanz beeintrachtigen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Die vorliegende Erfindung tberwindet viele
der Nachteile des Stands der Technik durch Bereit-
stellen einer elektrischen Anschlussvorrichtung nach
Anspruch 1 und 2 mit einem Mittel zum elektrischen
Beeinflussen eines Signals unmittelbar innerhalb der
Kontaktelemente des Verbindungssystems. Es wird
in Betracht gezogen, dass die vorliegende Erfindung
bei jedem elektrischen Verbindungssystemtyp ein-
schliellich Kabelsteckverbinder, Steckverbinder fir
PC-Platinen, Testsockelanschliisse, DIP-Trager
usw., jedoch nicht darauf beschrankt, angewendet
werden kann.

[0014] Bei einer beispielhaften Ausflihrungsform
kann das elektrische Verbindungssystem eine An-

zahl von Kontakten umfassen, wobei ein erster Ab-
schnitt jedes Kontakts in elektrischem Kontakt mit ei-
ner entsprechenden ersten Anschlussklemme ge-
bracht werden kann. Ein zweiter Abschnitt jedes Kon-
takts kann sich in elektrischem Kontakt mit einer ent-
sprechenden zweiten Anschlussklemme befinden.
Um das Leistungsvermdgen des Verbindungssys-
tems zu verbessern, kann die vorliegende Erfindung
ein Mittel zum elektrischen Beeinflussen eines Sig-
nals unmittelbar innerhalb einiger vorbestimmter
Kontakte bereitstellen. Dies kann durch Bereitstellen
einer gesteuerten Impedanz darin erzielt werden.
[0015] Eine Anzahl von Vorteilen kann durch Bereit-
stellen einer gesteuerten Impedanz unmittelbar in-
nerhalb des Kontaktelements erzielt werden. Bei-
spielsweise kann bei einer Testanwendung fir eine
integrierte Schaltung der maximale Nutzen der ge-
steuerten Impedanz dadurch erzielt werden, dass die
gesteuerte Impedanz so nahe wie moéglich am An-
schluss der integrierten Schaltung lokalisiert wird.
Das bedeutet, dass je naher die gesteuerte Impe-
danz am Anschluss der integrierten Schaltung plat-
ziert wird, desto gréRer kann der Nutzen der gesteu-
erten Impedanz beim Reduzieren der verzerrenden
Beschaffenheit des Verbindungssystems sein. Bei
der vorliegenden Ausfiihrungsform kann die gesteu-
erte Impedanz unmittelbar an die Kontakte innerhalb
eines entsprechenden Testsockels angeschlossen
werden, statt auf einer benachbarten Testplatine oder
dergleichen platziert zu werden.

[0016] Bei einer Ausfiihrungsform der vorliegenden
Erfindung kénnen vorbestimmte Kontakte des So-
ckels einen Widerstand, eine Induktivitat, eine Kapa-
zitat und/oder einen akustischen Oberflachenwellen-
filter darin aufweisen. Weiterhin kdnnen vorbestimm-
te Kontakte des Sockels eine Kombination der oben
stehend aufgefihrten Elemente aufweisen, welche
dadurch eine Schaltung ausbilden. Diese zusatzliche
Impedanz kann zum Zweck der Impedanzanpassung
verwendet werden, um Reflektionen oder andere
Rauschmechanismen auf einer entsprechenden Sig-
nalleitung zu reduzieren. Weiterhin kann die hinzuge-
fugte Impedanz verwendet werden, um eine kapaziti-
ve oder induktive Ankoppelung an Signal- oder
Strompole bereitzustellen. Das bedeutet, dass die
gesteuerte Impedanz ein entsprechendes Signal
elektrisch beeinflussen kann.

[0017] Bei einer anderen Ausflihrungsform der vor-
liegenden Erfindung kdnnen einige vorbestimmte
Kontakte des Sockels mit einer Anzahl von unabhan-
gigen Signalleitungen auf einer Testplatine in Kontakt
stehen. Das bedeutet, dass jeder Kontakt mit einer
Anzahl von unabhéangigen Signalen auf der Testplati-
ne, einschliellich der bestimmten Signalleitung, wel-
che dem bestimmten Anschluss des Halbleiterbaue-
lements entspricht, elektrisch kommunizieren kann.
[0018] Bei einer anderen Ausflihrungsform der vor-
liegenden Erfindung kénnen vorbestimmte Kontakte
des Sockels wenigstens ein aktives Element aufwei-
sen, welches darauf enthalten ist. Beispielsweise
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kann ein Kontakt einen Transistor, eine Diode usw.
darin enthalten. Weiterhin kann ein Kontakt eine
Kombination von Transistoren, Dioden, Widerstan-
den, Kondensatoren, Spulen, akustische Oberfla-
chenwellenfilter, Gatter usw. aufweisen, um eine
Schaltung darin auszubilden. Bei dieser Ausfuh-
rungsform kann die Impedanz des Kontakts selektiv
durch ein anderes unabhangiges Signal, wie im vor-
stehenden Absatz beschrieben, durch den logischen
Pegel des Kontakts selbst oder durch ein anderes
Steuerungsmittel gesteuert werden.

[0019] Es ist anerkannt, dass die Einbeziehung ei-
nes aktiven Elements in einen bestimmten Kontakt
eines Sockels zahlreiche Anwendungen aufweisen
kann. Beispielsweise kann ein Kontakt mit gerade ei-
nem einzigen darin eingebauten Transistor verwen-
det werden, um zu steuern, ob ein Halbleiterbauele-
ment, der Tester oder ein anderes Element eine ent-
sprechende Signalleitung ansteuert. Das bedeutet,
dass der einzelne Transistor ausgeschaltet werden
kann, wodurch seine Impedanz wesentlich erhéht
wird, so dass der Tester oder ein anderes Mittel eine
entsprechende Signalleitung ohne ein Ubersteuern
eines entsprechenden Ausgangs des Halbleiterbaue-
lements ansteuern kann. In dhnlicher Weise kann der
einzelne Transistor eingeschaltet werden, wodurch
seine Impedanz auf einen niedrigen Pegel reduziert
wird, welcher dem Halbleiterbauelement erlaubt, die
Signalleitung zurtick zum Tester oder zu einem ande-
ren Element anzusteuern. Dies kann insbesondere
ndtzlich mit Halbleiterbauelementen sein, welche bi-
direktionale Eingangs-/Ausgangspole aufweisen. Es
ist anerkannt, dass dies nur eine Anwendung der vor-
liegenden Erfindung ist, und dass zahlreiche andere
Anwendungen in Betracht gezogen werden.

[0020] Wie oben stehend festgestellt, kann eine An-
zahl von aktiven Elementen in vordefinierte Kontakte
eines Sockels eingebaut werden, um darin eine
Schaltung auszubilden. Spulen, Kondensatoren und
Widerstande kénnen auch darin eingebaut und damit
kombiniert werden. Bei dieser Konfiguration kénnen
vordefinierte Kontakte das entsprechende Signal in
einer vorbestimmten Weise ,verarbeiten", welche
durch den Schaltkomplex definiert wird, welcher auf
dem Kontakt selber enthalten ist. Beispielsweise
kann eine Anzahl von Transistoren in einen Kontakt
eingebaut werden, wobei die Anzahl von Transisto-
ren angeordnet werden kann, um eine Verstarker-
funktion bereitzustellen. Das bedeutet, dass das Sig-
nal, welches durch das Halbleiterbauelement, die
Testvorrichtung oder ein anderes Mittel bereitgestellt
wird, durch den Kontakt des Sockels verstarkt wer-
den kann. Andere beispielhafte Funktionen kénnen
Analog/Digital-Wandler, Digital/Analog-Wandler, vor-
definierte logische Funktionen oder eine beliebige
andere Funktion, welche Uber eine Kombination akti-
ver und/oder passiver Elemente einschlief3lich einer
Mikroprozessorfunktion durchgefiihrt werden kon-
nen, umfassen, sind jedoch nicht darauf beschrankt.
[0021] Bei einer anderen Ausflihrungsform der vor-

liegenden Erfindung kann die Impedanz zwischen
zwei Komponenten innerhalb eines Steckverbinders
ausgebildet werden. Beispielsweise kbnnen zwei pa-
rallele und benachbarte Kontakte durch ein isolieren-
des Material getrennt sein, wodurch eine Kapazitat
dazwischen ausgebildet wird. Einer der Kontakte
kann mit einem Stromversorgungsanschluss des
Halbleiterbauelements verbunden werden, wahrend
ein benachbarter Kontakt unmittelbar mit Masse ver-
bunden werden kann. Diese Konfiguration kann eine
Kapazitat zwischen der Stromversorgung und Masse
bereitstellen, wodurch Rauschen auf der Stromver-
sorgung des Halbleiterbauelements reduziert wird.
Falls gewunscht, kann diese Ausfihrungsform auch
verwendet werden, um Isolation zwischen Signallei-
tungen oder zwischen Signalleitungen und einer
Stromversorgung/Masse bereitzustellen. Das bedeu-
tet, dass ein Kontakt, welcher mit Masse verbunden
ist, zwischen zwei Signalkontakten platziert werden
kann, um den Betrag einer Kreuzkoppelung dazwi-
schen zu reduzieren. Der Kontakt kann geformt wer-
den, um den Betrag der Induktivitat auf einem gege-
benen Kontakt zu steuern. Es sollte anerkannt wer-
den, dass dies nur eine beispielhafte Ausfiihrungs-
form ist, und dass andere Ausflihrungsformen, wel-
che eine Impedanz zwischen wenigstens zwei Kom-
ponenten eines Steckverbinders bereitstellen, in Be-
tracht gezogen werden.

[0022] Bei einer anderen Ausfiihrungsform kann die
gesteuerte Impedanz auf einigen vorbestimmten von
den mehreren Kontakten bereitgestellt oder darin
eingebaut werden. Bei der einfachsten Ausfiihrungs-
form kann ein Widerstand, welcher durch den Kon-
takt selbst bereitgestellt wird, durch Variieren des Ma-
terials oder seiner Gestalt verandert werden. Bei ei-
ner komplexeren Ausfiihrungsform, und nicht als ein-
schrankend zu erachten, kann ein Metallsubstrat
(MS) eingesetzt werden, um eine gesteuerte Impe-
danz auf vorbestimmten Kontakten zu erzeugen. Bei-
spielsweise kénnen zwei oder mehr Metallplatten
mechanisch verbunden und elektrisch in einer derar-
tigen Weise voneinander isoliert werden, um so Im-
pedanz gesteuerte, elektromechanische (d. h. Uber-
tragungsleitungs-, Streifenleitungs- und/oder Mikro-
streifen-) Kontakte auszubilden. Eine Metallplatte
kann als die Signalflache dienen, wahrend eine be-
nachbarte Metallplatte als ein elektrischer Massebe-
zugspunkt dienen kann. Eine elektrische Isolation
kann durch eine Anzahl von Mitteln, einschlieBlich
Anwendung von thermisch hartenden dielektrischen
Beschichtungen, einschlief3lich Polyimide, Epoxide,
Urethane usw., Anwendung von thermoplastischen
Beschichtungen einschlieRlich Polyethylen usw.,
oder durch Aufwachsen von nativem Oxid durch An-
odisierung oder thermisches Wachstum erzielt wer-
den. Diese variierten Ansatze kénnen eine Steue-
rung der Impedanz durch eine Anzahl von einstellba-
ren Parametern zulassen, einschliel3lich der dielektri-
schen Konstante des isolierenden Materials und der
Plattenseparation. Eine mechanische Verbindung
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kann durch eine Anzahl von Mitteln erzielt werden,
einschlieRlich Aufhangen durch oder zwischen einem
oder mehren elastomeren Gliedern und/oder durch
Referenzieren der individuellen Platten oder von Sat-
zen mehrerer Platten innerhalb vordefinierter mecha-
nischer Konstruktionen, wie beispielsweise Schlitze
innerhalb eines Gehauses.

[0023] Bei einer anderen Ausflihrungsform, und
nicht als einschrankend zu erachten, kann ein Kera-
miksubstrat (CS) eingesetzt werden, um eine gesteu-
erte Impedanz auf vorbestimmten Kontakten zu er-
zeugen. Beispielsweise kann gemustertes Metall auf
einem Keramiksubstrat in einer derartigen Weise her-
gestellt werden, um einen Impedanz gesteuerten,
elektromechanischen Kontakt zu erhalten. Bei einer
beispielhaften Ausfiihrungsform kann eine herkdmm-
liche, mehrschichtige Dunnfilmtechnik einen Konden-
sator vom Typ mit 3 Anschlissen bereitstellen, wobei
die ersten zwei Anschlisse einem Signal-E/A ent-
sprechen und der dritte Anschluss einem Massebe-
zugspunkt entspricht. Es wird auch in Betracht gezo-
gen, dass der gleiche Impedanz gesteuerte Konden-
sator vom Typ mit 3 Anschlissen durch einen modifi-
zierten, mehrschichtigen Dinnfilmprozess hergestellt
werden koénnte, wobei die leitfahige Phase auf einem
inerten Substrat/Tragersubstrat abgelagert wird und
fur eine selektive Oxidation unter Verwendung che-
mischer Anodisierung, Plasma-Oxidation und/oder
thermischen Oxid-Wachstums gemustert wird, was
zu leitfahigen Metallmustern innerhalb eines Dielekt-
rikums fihrt. SchlieBlich wird in Betracht gezogen,
dass der Prozess N Mal wiederholt werden kann, um
zu einer mehrschichtigen, aktiven Kontaktstruktur
des Kondensators vom Typ mit 3 Anschlissen zu
fuhren.

[0024] Wahrend die letzten beiden Ausfihrungsfor-
men primar einen beispielhaften Kondensator vom
Typ mit drei Anschlissen bereitstellen, wird verge-
genwartigt, dass andere herkémmliche Prozesse
verwendet werden kénnen, um einen Widerstand,
eine Induktivitat, eine Kapazitat und/oder eine Kom-
bination davon an vorbestimmten Kontakten bereit-
zustellen. Es wird ferner vergegenwartigt, dass her-
kémmliche oder andere Prozesse verwendet werden
kénnen, um andere aktive Elemente, einschlief3lich
Transistoren, Dioden usw. und/oder eine Kombinati-
on davon, an vorbestimmten Kontakten bereitzustel-
len. Es wird schliellich vergegenwartigt, dass her-
kémmliche oder andere Prozesse verwendet werden
kénnen, um eine Anzahl von aktiven und/oder passi-
ven Elementen in einer Schaltungskonfiguration be-
reitzustellen, welche vorbestimmten Kontakten vor-
definierte Funktionen, einschliel3lich einer Mikropro-
zessorfunktion, bereitstellen kdnnen. Bei den oben
referenzierten Ausfihrungsformen kann das elekiri-
sche Beeinflussungsmittel in den Kontakt selbst inte-
griert werden.

[0025] SchlieRlich kann die Anschlussvorrichtung,
welche die oben referenzierten Kontakte umfasst,
derartig entworfen werden, dass jeder der Kontakte

mit einem anderen Kontakt vertauscht werden kann.
Dies kann einem Kontakt mit einer Spule erlauben,
durch einen anderen Kontakt mit einem Widerstand
ausgetauscht zu werden. Wie leicht ersichtlich ist,
kann dies zulassen, dass die Anschlussvorrichtung,
sogar nachdem die Anschlussvorrichtung zusam-
mengebaut wurde und in Gebrauch ist, konfigurierbar
ist. Das bedeutet, dass die Anschlussvorrichtung fur
eine bestimmte Verwendung ausgelegt werden und
sogar flr ein Beherbergen einer neuen Verwendung
verandert werden kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Andere Aufgaben der vorliegenden Erfin-
dung und viele der begleitenden Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden leicht erkannt, wenn diese
unter Bezug auf die folgende ausfiihrliche Beschrei-
bung unter Betrachtung in Verbindung mit den beglei-
tenden Zeichnungen besser verstanden wird, bei
welchen in allen ihrer Figuren gleiche Bezugszeichen
gleiche Bauteile kennzeichnen und wobei:

[0027] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes aktiven Kontakts ist, welcher an eine Halbleiter-
bauelementgruppe und an eine Schnittstellenkarte
angeschlossen ist;

[0028] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht ei-
ner beispielhaften Ausfiihrungsform des aktiven Kon-
takts ist, wobei der aktive Kontakt eine Kapazitat zwi-
schen einem Anschluss einer Halbleiterbauelement-
gruppe und einer Masseflache bereitstellt;

[0029] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht ei-
ner beispielhaften Ausfiihrungsform des aktiven Kon-
takts ist, wobei der aktive Kontakt der Verbindung
zwischen einer Halbleiterbauelementgruppe und ei-
nem Anschluss auf einer Schnittstellenkarte ein Dio-
denmittel bereitstellt;

[0030] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht ei-
ner beispielhaften Ausfiihrungsform des aktiven Kon-
takts ist, wobei der aktive Kontakt ein Schaltmittel fur
die Verbindung zwischen einer Halbleiterbauele-
mentgruppe und einem Anschluss auf einer Schnitt-
stellenkarte bereitstellt;

[0031] Fig.5 eine Draufsicht einer beispielhaften
Ausfuhrungsform der aktiven Kontakte gemaR
US-A-5 069 426 ist, wobei die aktiven Kontakte durch
eine dinne, nicht leitende Schicht getrennt sind, um
eine Impedanz dazwischen bereitzustellen;

[0032] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der in
Fig. 5 gezeigten Ausfuhrungsform ist;

[0033] Fig. 7 eine teilweise fragmentarische pers-
pektivische Ansicht einer beispielhaften Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist, welche
eine Halbleiterbauelementgruppe und eine Schnitt-
stellenkarte umfasst;

[0034] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer an-
deren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
ist, welche aufgewachsene native Oxide auf einem
Metallsubstrat-Kontakt aufweist, um eine gesteuerte
Impedanz dazwischen auszubilden;
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[0035] Fig.9 eine perspektivische Ansicht einer
Metall-/Dielektrikum-Sandwich-Ausfiihrungsform ist,
welche einen Metallsubstratkontakt aufweist;

[0036] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer
Ausfuhrungsform mit zwei Anschlissen ist, welche
einen Kontakt aus Keramiksubstrat aufweist; und
[0037] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer
Ausfuhrungsform mit drei Anschlissen ist, welche ei-
nen Kontakt aus Keramiksubstrat aufweist.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFUHRUNGSFORMEN

[0038] Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht
eines aktiven Kontakts, welcher an eine Halbleiter-
bauelementgruppe und an eine Schnittstellenkarte
26 angeschlossen ist. Eine beispielhafte Ausfuh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann den vor-
bestimmten Kontaktelementen innerhalb eines Test-
sockels unmittelbar eine gesteuerte Impedanz bereit-
stellen, wodurch die ,verzerrende" Beschaffenheit
des elektrischen Verbindungssystems reduziert wird.
Es wird weiterhin in Betracht gezogen, dass die vor-
liegende Erfindung nicht auf Testsockel begrenzt sein
kann, sondern stattdessen auf Kabelsteckverbinder,
Steckverbinder fir PC-Platinen, Testsockelsteckver-
binder, DIP-Trager usw. angewendet werden kann.
[0039] Ein Sockel fur ein Halbleiterbauelement kann
eine Anzahl von Kontakten umfassen, wobei ein ers-
ter Abschnitt jedes Kontakts in elektrischem Kontakt
mit einem entsprechenden Anschluss eines Halblei-
terbauelements gebracht werden kann. Ein anderer
Abschnitt jedes Kontakts kann in elektrischem Kon-
takt mit einem Anschluss der Testplatine oder derglei-
chen stehen und nachfolgend mit einem Tester eines
anderen Testmittels. Das bedeutet, dass jeder Kon-
takt eine mechanische und eine elektrische Verbin-
dung zwischen einem Anschluss der Testplatine und
einem entsprechenden Anschluss an einem Halblei-
terbauelement bereitstellen kann. Um das Leistungs-
vermoégen des Sockels zu verbessern, kann die vor-
liegende Erfindung ein Signal elektrisch beeinflus-
sen, indem eine gesteuerte Impedanz innerhalb eini-
ger vorbestimmter Kontakte bereitgestellt wird. Das
elektrische Beeinflussungsmittel kann im entspre-
chenden Kontakt integriert werden.

[0040] Um den maximalen Nutzen der gesteuerten
Impedanz zu erhalten, welche zu einem Verbin-
dungssystem hinzugefugt wird, ist es wichtig, dass
die gesteuerte Impedanz so nahe wie mdglich am
Anschluss des Halbleiterbauelements lokalisiert ist.
Das bedeutet, dass je naher die gesteuerte Impe-
danz am Anschluss des Halbleiterbauelements plat-
ziert wird, desto gréRRer kann der Nutzen der gesteu-
erten Impedanz beim Reduzieren der verzerrenden
Beschaffenheit des Verbindungssystems sein. Bei
der vorliegenden Ausfiihrungsform kann die gesteu-
erte Impedanz unmittelbar an die Kontakte innerhalb
des Sockels angekoppelt werden.

[0041] Bei der in Fig. 1 gezeigten beispielhaften

Ausfuhrungsform kann ein aktiver Kontakt 10 Gber
Schnittstelle 18 an einen Anschluss 14 einer Halblei-
terbaugruppe 12 angekoppelt werden. Weiterhin
kann ein aktiver Kontakt 10 Uber Schnittstelle 20 an
einen Anschluss 16 einer Testplatine angekoppelt
werden. Ein aktiver Kontakt 10 kann Uber Schnittstel-
le 24 auch an wenigstens einen anderen Anschluss
22 der Testplatine angekoppelt werden. Ein aktiver
Kontakt 10 kann sowohl eine mechanische als auch
eine elektrische Verbindung zwischen dem An-
schluss 14 der Halbleiterbaugruppe und den An-
schllissen 16 und 22 der Testplatine bereitstellen.
[0042] Gemal der beispielhaften Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung koénnen vorbestimmte
Kontakte 10 des Sockels einen Widerstand, eine In-
duktivitat, eine Kapazitat, einen akustischen Oberfla-
chenwellenfilter oder eine Kombination davon darin
eingebaut aufweisen. Eine Kombination aus einem
Widerstand, einer Induktivitat, einer Kapazitat oder
einem akustischen Oberflachenwellenfilter kann eine
Schaltung darin ausbilden. Diese zuséatzliche Impe-
danz kann zum Zweck der Impedanzanpassung ver-
wendet werden, um Reflektionen oder andere
Rauschmechanismen auf einer entsprechenden Sig-
nalleitung zu reduzieren. Weiterhin kann die hinzuge-
fugte Impedanz verwendet werden, um eine kapaziti-
ve oder induktive Ankoppelung an Signal- oder
Strompole bereitzustellen.

[0043] Es wird in Betracht gezogen, dass vorbe-
stimmte der aktiven Kontakte 10 des Testsockels
eine Anzahl von Signalleitungen auf der Testplatine
kontaktieren kénnen. Das bedeutet, dass jeder Kon-
takt 10 mit einer Anzahl von Signalleitungen auf der
Testplatine, einschlieBlich der bestimmten Signallei-
tung, welche dem bestimmten Anschluss 14 des
Halbleiterbauelements entspricht, elektrisch in Kon-
takt stehen und mechanisch darin eingreifen kann.
Beispielsweise kann bei der in Fig. 1 gezeigten Aus-
fuhrungsform ein aktiver Kontakt 10 an einen ersten
Anschluss 16 der Testplatine und an einen zweiten
Anschluss 22 der Testplatine angekoppelt sein. Es
wird in Betracht gezogen, dass ein aktiver Kontakt 10
in einer ahnlichen Weise an mehrere Anschliisse der
Testplatine angekoppelt sein kann.

[0044] Es wird weiterhin in Betracht gezogen, dass
vorbestimmte Kontakte 10 des Sockels wenigstens
ein aktives Element aufweisen kdnnen, welches dar-
an oder darin eingebaut ist. Beispielsweise kann ein
aktiver Kontakt 10 einen Transistor, eine Diode usw.
oder eine Kombination davon darin eingebaut auf-
weisen, wodurch eine Schaltung ausgebildet wird. Es
wird weiterhin in Betracht gezogen, dass eine Kombi-
nation von Widerstand, von Kapazitat, von Induktivi-
tat, von Transistoren, von Dioden, von akustischen
Oberflachewellenfiltern, von Gattern usw. darin ein-
gebaut sein kann, um eine Schaltung auszubilden.
Bei dieser Ausfuhrungsform kann die Impedanz des
Kontakts selektiv durch ein anderes unabhangiges
Signal, wie im vorhergehenden Absatz beschrieben,
durch den logischen Pegel des Kontakts selbst oder
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durch ein anderes Steuerungsmittel gesteuert wer-
den. Bei dieser Ausflihrungsform kann der aktive
Kontakt drei Ports 18, 20 und 24 aufweisen, wie in
Fig. 1 gezeigt.

[0045] Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht
einer beispielhaften Ausfihrungsform eines aktiven
Kontakts 10A, wobei der aktive Kontakt 10A einer
Verbindung 28, welche sich zwischen dem Anschluss
14 der Halbleiterbauelementgruppe 14 und dem An-
schluss 16 der Testplatine erstreckt, eine Kapazitat
bereitstellt. Bei der beispielhaften Ausfuhrungsform
kann ein Kondensator 30 einen ersten Anschluss auf-
weisen, welcher an die Verbindung 28 zwischen dem
Anschluss 14 der Halbleiterbauelementgruppe und
dem Anschluss 16 der Testplatine angekoppelt ist.
Der Kondensator 30 kann einen zweiten Anschluss
aufweisen, welcher Uiber Schnittstelle 24 an den An-
schluss 22 der Testplatine angekoppelt ist. Bei dieser
Konfiguration kann der Anschluss 22 der Testplatine
geerdet sein, wodurch eine Kapazitat zwischen der
Verbindung 28 und Masse bereitgestellt wird. Fig. 2
ist nur beispielhaft, und es wird in Betracht gezogen,
dass ein aktiver Kontakt 10A eine Spule, einen Wi-
derstand, eine Diode, einen akustischen Oberfla-
chenwellenfilter oder ein beliebiges anderes Element
bereitstellen kann, welches eine Impedanz und/oder
eine Steuerung daran bereitstellt. Es wird weiterhin in
Betracht gezogen, dass ein aktiver Kontakt 10A jede
Kombination der oben referenzierten Elemente be-
reitstellen kann, wodurch eine Schaltung ausgebildet
wird.

[0046] Fig.3 und 4 zeigen beispielhafte Ausfih-
rungsformen mit aktiven Elementen, welche auf ei-
nem aktiven Kontakt 10 angeordnet sind. Fig. 3 zeigt
eine schematische Seitenansicht einer beispielhaften
Ausfuhrungsform des aktiven Kontakts, wobei ein ak-
tiver Kontakt 10C ein Diodenmittel 36 zwischen dem
Anschluss 14 der Halbleiterbauelementgruppe und
dem Anschluss 16 der Testplatine bereitstellt. Diese
Konfiguration erlaubt dem Halbleiterbauelement 12,
Strom an den Anschluss 16 der Testplatine zu liefern,
erlaubt jedoch nicht, dass Strom vom Anschluss 16
der Testplatine in das Halbleiterbauelement 12 fliel3t.
Ebenso zeigt Fig. 4 eine schematische Seitenansicht
einer beispielhaften Ausfuhrungsform des aktiven
Kontakts, wobei ein aktiver Kontakt 10D ein Schalt-
mittel zwischen dem Anschluss 14 der Halbleiterbau-
elementgruppe und dem Anschluss 16 der Testplati-
ne bereitstellt. Bei der beispielhaften Ausflihrungs-
form kann das Schaltmittel einen Transistor 40 mit ei-
nem Gate-, Source- und Drain-Anschluss aufweisen.
Der Drain-Anschluss des Transistors 40 kann uber
Schnittstelle 18 an den Anschluss 14 des Halbleiter-
bauelements angekoppelt sein, der Source-An-
schluss des Transistors 40 kann Gber Schnittstelle 20
an Anschluss 16 der Testplatine angekoppelt sein,
und der Gate-Anschluss des Transistors 40 kann
Uber Schnittstelle 24 an den Anschluss 22 der Test-
platine angekoppelt sein. Bei dieser Konfiguration
kann der Anschluss 22 der Testplatine die Impedanz

zwischen dem Anschluss 16 der Testplatine und dem
Anschluss 14 des Halbleiterbauelements steuern.
Weiterhin kann der aktive Kontakt 10D drei Ports 18,
20 und 24 aufweisen.

[0047] Es wird anerkannt, dass die Einbeziehung ei-
nes aktiven Elements in vorbestimmte Kontakte 10
eines Sockels zahlreiche Anwendungen aufweisen
kann. Beispielsweise kann ein Kontakt mit einem ein-
zelnen darin eingebauten Transistor, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, verwendet werden, um zu steuern, ob das
Halbleiterbauelement oder der Tester einen entspre-
chenden Anschluss der Testplatine ansteuert. Das
bedeutet, dass der einzelne Transistor 40 durch An-
legen einer entsprechenden Spannung am An-
schluss 22 der Testplatine ausgeschaltet werden
kann, wodurch die Impedanz des Wegs vom An-
schluss 14 des Halbleiterbauelements zum An-
schluss 16 der Testplatine wesentlich gesteigert wer-
den kann, so dass der Tester einen entsprechenden
Anschluss 16 der Testplatine ohne ein Ubersteuern
eines Ausgangs des Halbleiterbauelements 12 an-
steuern kann. Ebenso kann der einzelne Transistor
40 durch Anlegen einer entsprechenden Spannung
am Anschluss 22 der Testplatine eingeschaltet wer-
den, wodurch die Impedanz des Wegs vom An-
schluss 14 des Halbleiterbauelements zum An-
schluss 16 der Testplatine reduziert wird, wobei dem
Halbleiterbauelement 12 erlaubt wird, den Anschluss
16 der Testplatine zuriick zum Tester anzusteuern
oder vice versa. Dies kann insbesondere bei Halblei-
terbauelementen nitzlich sein, welche bidirektionale
Eingangs-/Ausgangspole aufweisen. Es wird aner-
kannt, dass dies nur eine Anwendung der vorliegen-
den Erfindung ist, und dass zahlreiche andere An-
wendungen in Betracht gezogen werden.

[0048] Wie oben stehend festgestellt, wird weiterhin
in Betracht gezogen, dass eine Anzahl von aktiven
Elementen in vordefinierte Kontakte 10 eines So-
ckels eingebaut werden kénnen, um darin eine
Schaltung auszubilden. Spulen, Kondensatoren, Wi-
derstande und/oder akustische Oberflachenwellenfil-
ter kbnnen auch darin eingebaut und damit kombi-
niert werden. Bei dieser Ausfuhrungsform kdnnen
vordefinierte Kontakte das entsprechende Signal in
einer vorbestimmten Weise ,verarbeiten", welche
durch den auf dem aktiven Kontakt 10 selbst einge-
bauten Schaltkomplex definiert wird. Beispielsweise
kann eine Anzahl von Transistoren in den aktiven
Kontakt 10 eingebaut werden, wobei die Anzahl von
Transistoren so angeordnet werden kann, um eine
Verstarkerfunktion bereitzustellen. Das bedeutet,
dass das Signal, welches durch das Halbleiterbaue-
lement 40 oder die Testervorrichtung (nicht gezeigt)
bereitgestellt wird, durch den aktiven Kontakt 10 des
Sockels verstarkt werden kann. Andere beispielhafte
Funktionen koénnen Analog/Digital-Wandlung, Digi-
tal/Analog-Wandlung, vordefinierte logische Funktio-
nen oder jede andere Funktion, einschlief3lich einer
Mikroprozessorfunktion, welche liber eine Kombina-
tion von aktiven und/oder passiven Elementen durch-
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gefuhrt werden kann, umfassen, sind jedoch nicht
darauf beschrankt.

[0049] Fig. 5 ist eine Draufsicht einer beispielhaften
Ausfuhrungsform der aktiven Kontakte, wobei die ak-
tiven Kontakte durch ein dunnes isolierendes Materi-
al getrennt sind, um eine Impedanz dazwischen be-
reitzustellen. Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht
der in Fig. 5 gezeigten Ausfihrungsform. Bei einer
beispielhaften Ausfihrungsform kann eine Anzahl
von ,S"-formigen Kontakte bereitgestellt werden, wo-
bei jeder ,S"-férmige Kontakt in einen entsprechen-
den Anschluss eines Halbleiterbauelements 138 ein-
greifen kann. Ein erster Hakenabschnitt 141 jedes
Lo -formigen Kontakts kann in ein erstes Elasto-
mer-Element 142 eingreifen. Ein zweiter Hakenab-
schnitt 143 jedes ,S"-férmigen Kontakts kann in ein
zweites Element 144 eingreifen. Das zweite Element
144 kann aus einem festen Material oder aus einem
elastomeren Material konstruiert sein. Wenn ein An-
schluss 137 des Halbleiterbauelements 138 in einen
entsprechenden ,S"-formigen Kontakt 135 eingreift,
kann sich das Elastomer-Element 142 deformieren,
wodurch dem ,S"-formigen Kontakt 135 ermoglicht
wird, sich vom entsprechenden Anschluss 137 des
Halbleiterbauelements wegzubiegen. Dies kann hel-
fen, nicht planare Anschlisse der Vorrichtung auf ei-
nem entsprechenden Halbleiterbauelement 138 zu
kompensieren.

[0050] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 und 6, welche
einen Kontakt gemafl US-A-5 096 426 zeigen, kann
die Impedanz zwischen zwei Komponenten innerhalb
des Sockels ausgebildet werden. Beispielsweise
kdnnen zwei parallele und benachbarte Kontakte 134
und 135 durch ein isolierendes Material 136 getrennt
werden, wodurch eine Kapazitat dazwischen ausge-
bildet wird. Einer der Kontakte 135 kann durch einen
Stromversorgungspol 137 an einem entsprechenden
Halbleiterbauelement 138 in Eingriff gebracht wer-
den, wahrend der benachbarte Kontakt 134 durch ei-
nen Massepol 139 in Eingriff gebracht werden kann.
Diese Konfiguration stellt eine Kapazitdt zwischen
der Stromversorgung und Masse bereit, wodurch ein
Rauschen auf der Stromversorgung des Halbleiter-
bauelements 138 reduziert wird.

[0051] Die vorliegende Ausfiihrungsform kann auch
verwendet werden, um, falls gewtiinscht, eine Isolati-
on zwischen Signalleitungen oder Signalleitungen
und einer Stromversorgung/Masse bereitzustellen.
Das bedeutet, dass ein Kontakt 137 mit Masse ver-
bunden werden kann und zwischen zwei Signalkon-
takten 134 und 140 platziert werden kann, um das
Ausmal an Kreuzkoppelung dazwischen zu reduzie-
ren. Der Kontakt kann geformt werden, um den Be-
trag der Induktivitat auf einem gegebenen Kontakt zu
steuern.

[0052] Bei einer Ausfiihrungsform kénnen der erste
Kontakt 135, ein isolierendes Material 136 und der
zweite Kontakt 134 zusammengeschichtet werden,
um eine Impedanz dazwischen auszubilden. Dies
kann unter Verwendung eines herkémmlichen Lami-

nierungsverfahrens erzielt werden. Bei einer anderen
Ausfuhrungsform koénnen der erste Kontakt 135
und/oder der zweite Kontakt 134 eine Oxid-Beschich-
tung aufweisen, welche auf ihnen platziert ist. Die
Oxid-Beschichtung kann auf der auReren Oberflache
der Kontakte unter Verwendung eines Standard-Oxi-
dationsverfahrens aufgewachsen werden. Bei dieser
Konfiguration kann der erste Kontakt 135 in unmittel-
baren Kontakt mit dem zweiten Kontakt 134 gebracht
werden, wahrend eine elektrische Isolation dazwi-
schen erhalten wird.

[0053] Es wird anerkannt, dass die oben referen-
zierten Ausfuhrungsformen nur beispielhaft sind, und
dass andere Ausflihrungsformen, welche eine Impe-
danz zwischen wenigstens zwei Komponenten eines
Sockels aufweisen, in Betracht gezogen werden.
[0054] Fig. 7 ist eine teilweise fragmentarische per-
spektivische Ansicht einer beispielhaften Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung, welche eine
Halbleiterbauelementgruppe und eine Schnittstellen-
karte umfasst. Wie oben festgestellt, kann die ge-
steuerte Impedanz auf vorbestimmten der mehreren
Kontakte bereitgestellt oder in sie eingebaut sein. Bei
der einfachsten Ausfihrungsform kann der Wider-
stand, welcher durch den Kontakt bereitgestellt wird,
durch Variieren des Materials oder seiner Gestalt ver-
andert werden. Bei einer komplexeren Ausfiihrungs-
form, und nicht als einschrankend zu erachten, kann
ein Metallsubstrat (MS) eingesetzt werden, um eine
gesteuerte Impedanz auf vorbestimmten der mehre-
ren Kontakte zu erzeugen. Beispielsweise kdnnen
zwei oder mehr Metallflachen mechanisch verbun-
den und elektrisch in einer derartigen Weise vonein-
ander isoliert werden, um so Impedanz gesteuerte,
elektromechanische (d. h. Streifenleitungs-) Kontakte
auszubilden. Eine Metallflache kann als die Signalfia-
che dienen, wahrend eine benachbarte Metallflache
als ein elektrischer Massebezugspunkt dienen kann.
Eine elektrische Isolation kann durch eine Anzahl von
Mitteln, einschlieBlich: Anwendung von thermisch
hartenden dielektrischen Beschichtungen, ein-
schliellich Polyimide, Epoxide, Urethane usw., An-
wendung von thermoplastischen Beschichtungen
einschlieBlich Polyethylen usw., oder durch Aufwach-
sen von nativem Oxid durch Anodisierung oder ther-
misches Wachstum erzielt werden. Diese variierten
Ansatze kdnnen eine Steuerung der Impedanz durch
eine Anzahl von einstellbaren Parametern der dielek-
trischen Konstante des isolierenden Materials und
der Flachenseparation zulassen. Eine mechanische
Verbindung kann durch eine Anzahl von Mitteln er-
zielt werden, einschlielich: Aufhdngen durch oder
zwischen einem oder mehren elastomeren Gliedern
und/oder durch Referenzieren der individuellen Fla-
chen oder von Satzen mehrerer Flachen innerhalb
vordefinierter mechanischer Konstruktionen, wie bei-
spielsweise Schlitze innerhalb eines Gehauses.
[0055] Es kann im Wesentlichen jedes Metall fir
diese Ausfuhrungsform des aktiven Kontakts ver-
wendet werden. Aluminium ist ein bevorzugtes Mate-
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rial, da es leicht anodisierbar ist und einen wohldefi-
nierten dielektrischen Film von guter Qualitat ergibt.
Andere Metalle, welche verwendet werden kénnen,
umfassen Kupfer und Kupferlegierungen, Stahle und
Ni-Fe-Legierungen, NiCr-Legierungen, Ubergangs-
metalle und -Legierungen und intermetallische Ver-
bindungen, sind jedoch nicht darauf begrenzt. Einige
dieser nicht herkdmmlichen Kontaktmetalle kénnen
natzlich entweder bei einer plattierten oder bei einer
nicht plattierten Ausfiihrungsform sein, um den Bahn-
widerstand des Kontakts einzustellen und zu steuern.
[0056] Unter Bezugnahme speziell auf Fig. 7 kann
eine Halbleiterbauelementgruppe 112 mit wenigstens
einem Anschluss 114 von einem Gehause 116 aufge-
nommen werden, so dass der wenigstens eine An-
schluss 114 in elektromechanischem Kontakt mit ei-
nem aktiven Kontakt 130 stehen kann. Das Halblei-
terbauelement 112 kann durch einen Anschlusskanal
118 oder ein anderes orientierendes Mittel am Ort po-
sitioniert werden.

[0057] Der aktive Kontakt 130 kann ein Vorrich-
tungselement 120 und eine Platte 126 umfassen.
Das Vorrichtungselement 120 und die Platte 126 kon-
nen aus einem metallischen Material konstruiert sein,
wie oben stehend diskutiert. Der wenigstens eine An-
schluss 114 des Halbleiterbauelements 112 kann in
elektromechanischem Kontakt mit einem ersten Ab-
schnitt des Vorrichtungselements 120 stehen. Eben-
so kann ein zweiter Abschnitt des Vorrichtungsele-
ments 120 in elektromechanischem Kontakt mit einer
Signal-E/A-Kontaktflache 128 auf einer Testplatine
122 stehen, wobei folglich ein Signalweg vom Halb-
leiterbauelement 112 zur Testplatine 122 komplettiert
wird. Die Signal-E/A-Kontaktflache 128 kann an ei-
nen Tester oder an ein anderes Element angekoppelt
werden.

[0058] Das Vorrichtungselement 120 kann mecha-
nisch so Uber ein dielektrisches Material 124 an die
Platte 126 geklebt sein, dass die beiden leitenden
Oberflachen, welche das Vorrichtungselement 120
und die Platte 126 umfassen, parallel zueinander ori-
entiert und durch einen Abstand im Wesentlichen
gleich der Dicke des dielektrischen Materials 124 ge-
trennt sein kdnnen. Die Platte 126 kann elektrome-
chanisch so mit einer Massekontaktflache 132 auf
der Testplatine 122 verbunden sein, dass die Kon-
struktion eine Ubertragungsleitungsstruktur ergibt,
wie beispielsweise einen Impedanz gesteuerten akti-
ven Kontakt vom Mikrostreifen-Typ. Es wird aner-
kannt, dass die Massekontaktflache 132 an eine
Festspannung oder an einen Tester angekoppelt
werden kann. Wenn sie mit einem Tester verbunden
ist, kann die Spannung auf der Massekontaktflache
132 variiert werden, um dem entsprechenden Signal-
weg eine zeitveranderliche Impedanzcharakteristik
bereitzustellen.

[0059] Bei einer anderen Ausfihrungsform, welche
ein Metallsubstrat einsetzt, wie oben stehend disku-
tiert, kann eine genaue Metalloxid-Dicke auf der
Oberflache des Vorrichtungselements 130 und/oder

der Platte 126 aufgewachsen werden. Das nativ auf-
gewachsene Metalloxid kann als das Dielektrikum
zwischen dem Vorrichtungselement 130 und der
Platte 126 fungieren. Es wird in Betracht gezogen,
dass das nativ aufgewachsene Metalloxid eine die-
lektrische Beschichtung aus anorganischem Oxid
umfassen kann.

[0060] Eine andere Ausfiihrungsform, welche die
nativ aufgewachsene Metalloxid-Konfiguration ein-
setzt, wird in Fig. 8 gezeigt. Der aktive Kontakt wird
allgemein unter 150 gezeigt und kann ein erstes Kon-
taktelement 152 und ein zweites Kontaktelement 154
umfassen. Ein Metalloxid kann selektiv so auf den
Kontaktelementen 152 und/oder 154 aufgewachsen
werden, dass kein Metalloxid auf den Kontaktoberfla-
chen 158A, 158B oder 158C vorhanden ist. Es wird
auch in Betracht gezogen, dass das Metalloxid tber
der gesamten aufleren Oberflache der Kontaktele-
mente 152 und/oder 154 aufgewachsen und dann se-
lektiv von den Kontaktoberflachen 158A, 158B und
158C entfernt werden kann. Die Kontaktoberflache
158A kann in elektromechanischem Kontakt mit ei-
nem Anschluss eines Halbleiterbauelements (nicht
gezeigt) stehen. Ebenso kann der Kontaktpunkt
158B in elektromechanischem Kontakt mit einer Sig-
nal-E/A-Kontaktflache auf einer Testplatine (nicht ge-
zeigt) stehen. Schlief3lich kann die Kontaktoberflache
158C in elektromechanischem Kontakt mit einer
Massekontaktflache auf der Testplatine stehen (nicht
gezeigt).

[0061] Beidieser Konfiguration kann das erste Kon-
taktelement 152 im Kontakt mit dem zweiten Kontak-
telement 154 platziert werden, wahrend eine elektri-
sche Isolation dazwischen erhalten wird. Verschiede-
ne Metallflachenkonfigurationen, welche eine Ein-
stellung und Steuerung der elektrischen und mecha-
nischen Schnittstelleneigenschaften zulassen, wer-
den in Betracht gezogen, einschlieflich der Gestalt
der Kontaktelemente 152 und 154, der darauf aufge-
wachsenen Oxid-Dicke, der gemeinsamen Oberfla-
chenbereiche, des Flachenseparationsabstands und
anderer Parameter.

[0062] SchlieRlich wird in Betracht gezogen, dass
ein Fenster 160 oder mehrere Fenster in den Entwurf
der Kontaktelemente 152 und 154 eingebaut werden
kénnen. Das Fenster 160 kann als eine Rohrleitung
fur ein mechanisch elastomeres Glied eingesetzt
werden, welches den aktiven Kontakt 150 unterstuit-
zen kann. Das Elastomer-Glied (nicht gezeigt) kann
verwendet werden, um der Kontaktoberflache 158A
eine aufwarts gerichtete Vorspannung bereitzustel-
len, so dass sich das Elastomer-Glied deformieren
kann, wenn ein Halbleiteranschluss damit in Eingriff
gebracht wird, wodurch dem aktiven Kontakt 150 er-
moglicht wird, sich vom Anschluss des Halbleiterbau-
elements wegzubiegen. Dies kann helfen, nicht pla-
nare Anschllisse der Vorrichtung auf einem entspre-
chenden Halbleiterbauelement zu kompensieren.
[0063] Eine andere beispielhafte Ausfiihrungsform,
welche das oben stehend diskutierte Konzept des
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Metallsubstrats verwenden kann, wird in Fig. 9 ge-
zeigt. Bei dieser Ausfuhrungsform kann eine bekann-
te, genaue Dicke eines thermisch hartenden oder
thermoplastischen Dielektrikums 124 zwischen zwei
oder mehr Metallplatten 120 und 126 laminiert wer-
den, um die gewlinschten elektromechanischen Ei-
genschaften zu erzielen. Es wird in Betracht gezo-
gen, dass die zwei oder mehr Metallplatten zwei oder
mehr isolierte Schaltungen umfassen kénnen. Das
bedeutet, dass jede der zwei oder mehr Metallplatten
eine Schaltungsfunktion umfassen kann. Es wird wei-
terhin in Betracht gezogen, dass ein Dielektrikum 124
aus Polyimid, Epoxid, Polycarbonat, Polyphenylen-
sulfid oder aus jedem anderen geeigneten Material
konstruiert sein kann. Ein Zuriickatzen des Dielekiri-
kums 124 kann in das Herstellungsverfahren einge-
baut werden, um einen ohmschen Kontakt auf den
Kontaktoberflachen 158D, 158E und 158E zu erleich-
tern.

[0064] Bei einer anderen Ausflihrungsform der vor-
liegenden Erfindung kann ein Keramiksubstrat einge-
setzt werden, um eine gesteuerte Impedanz auf vor-
bestimmten der mehreren Kontakte zu erzeugen.
Beispielsweise kann gemustertes Metall auf einem
Keramiksubstrat in einer derartigen Weise hergestellt
werden, um einen Impedanz gesteuerten, elektrome-
chanischen Kontakt zu erhalten. Bei einer beispiel-
haften Ausfuhrungsform kann eine herkdmmliche,
mehrschichtige Dunnfilmtechnik einen Kondensator
vom Typ mit 3 Anschllissen bereitstellen, wobei die
ersten zwei Anschlisse einem Signal-E/A entspre-
chen und der dritte Anschluss in Kontakt mit einem
Massebezugspunkt stehen kann. Es wird auch in Be-
tracht gezogen, dass der gleiche Impedanz gesteuer-
te Kondensator vom Typ mit 3 Anschliissen durch ei-
nen modifizierten, mehrschichtigen Dinnfilmprozess
hergestellt werden kdnnte, wobei die leitfahige Phase
auf einem inerten Substrat/Tragersubstrat abgelagert
wird und fiir eine selektive Oxidation unter Verwen-
dung chemischer Anodisierung, Plasma-Oxidation
und/oder thermischen Oxid-Wachstums gemustert
wird, was zu leitfahigen Metallmustern innerhalb ei-
nes Dielektrikums fuhrt. SchlieBlich wird in Betracht
gezogen, dass der Prozess N Mal wiederholt werden
kann, um zu einer mehrschichtigen, aktiven Kontakt-
struktur des Kondensators vom Typ mit 3 Anschlus-
sen zu fuhren.

[0065] Wahrend die letzten beiden Ausfiihrungsfor-
men primar einen beispielhaften Kondensator vom
Typ mit drei Anschlissen bereitstellen, wird verge-
genwartigt, dass andere herkdmmliche Prozesse
verwendet werden kénnen, um einen Widerstand,
eine Induktivitat, eine Kapazitat, einen akustischen
Oberflachenwellenfilter und/oder eine Kombination
davon an vorbestimmten Kontakten bereitzustellen.
Es wird ferner vergegenwartigt, dass herkémmliche
oder andere Prozesse verwendet werden koénnen,
um andere aktive Elemente einschliellich Transisto-
ren, Dioden usw. und/oder eine Kombination davon,
an vorbestimmten Kontakten bereitzustellen. Es wird

schlief3lich vergegenwartigt, dass herkdmmliche oder
andere Prozesse verwendet werden kénnen, um
eine Anzahl von aktiven und/oder passiven Elemen-
ten bereitzustellen, um eine Schaltung bereitzustel-
len, welche vorbestimmten Kontakten vordefinierte
Funktionen, einschlieBlich einer Mikroprozessorfunk-
tion, bereitstellen kann. Das bedeutet, dass bei einer
alternativen Ausflihrungsform vorbestimmte der
oben referenzierten Mehrschichten jeweils eine iso-
lierte Schaltung umfassen kénnen.

[0066] Bei einer beispielhaften Ausflihrungsform,
wie in Fig. 10 gezeigt, kann ein Keramiksubstrat 202
mit einer ersten Kontaktoberflache 158G und einer
zweiten Kontaktoberflache 158N bereitgestellt wer-
den. Ein Metallfilm kann unmittelbar auf dem Kera-
miksubstrat abgelagert werden. Nachfolgend kann
der Metallfim (iber einen Atz- oder einen anderen
subtraktiven Prozess gemustert werden, um eine
erste leitende Oberflache 204 und eine zweite leiten-
de Oberflache 206 auszubilden. Der Metallfilm kann
die erste Kontaktoberflache 158G und die zweite
Kontaktoberflache 158H abdecken, um darauf eine
leitfahige Oberflache bereitzustellen. Bei der bei-
spielhaften Ausfuhrungsform kann es eine Licke
zwischen der ersten leitfahigen Oberflache 204 und
der zweiten leitfahigen Oberflache 206 geben, so
dass es keine elektrische Verbindung dazwischen
gibt. Eine diskrete und/oder monolithisch hergestellte
aktive Komponente kann derartig befestigt werden,
dass ein erster elektrischer Anschluss 210 der diskret
und/oder monolithisch hergestellten aktiven Kompo-
nente in elektrischem Kontakt mit der ersten leitfahi-
gen Oberflache 204 steht und ein zweiter elektrischer
Anschluss 212 der diskret und/oder monolithisch her-
gestellten aktiven Komponente 208 in elektrischem
Kontakt mit der zweiten leitfahigen Oberflache 206
steht. Es wird in Betracht gezogen, dass die diskret
und/oder monolithisch hergestellte aktive Kompo-
nente ein Widerstand, ein Kondensator, eine Spule,
eine Diode oder jede Kombination davon sein kann.
Es wird weiterhin in Betracht gezogen, dass die Ge-
stalt des Keramiksubstrats und das Muster des Me-
tallfims derart sein kann, dass ein Transistor oder
eine andere Vorrichtung mit mehreren Anschlissen
eingesetzt werden kann. Schlie3lich wird in Betracht
gezogen, dass eine Anzahl von Widerstanden, Kon-
densatoren, Spulen, Dioden, Transistoren usw. ein-
gesetzt werden kann, um eine Schaltung darauf zu
erzeugen.

[0067] Bei der beispielhaften Ausfihrungsform
kann der Einsatz von Metallen mit schlechter Leitfa-
higkeit oder sogar leitfahigen Tinten und Keramiken,
einschlieBlich SiC, verwendet werden, um die ge-
wlinschten Widerstandswerte mit oder ohne Zusatz-
beschichtung, wie beispielsweise durch Gold, um
den Kontaktwiderstand zu minimieren, zu erzielen.
Es wird jedoch in Betracht gezogen, dass eine Zu-
satzbeschichtung verwendet werden kann. Die ohm-
schen Kontaktoberflachen 158G und 158H des akti-
ven Kontakts 200 kénnen in elektromechanischem
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Kontakt mit einem Halbleiteranschluss bzw. mit ei-
nem Anschluss der Testplatine stehen. Die erste leit-
fahige Oberflache 204 kann ein elektrisches Signal
vom Halbleiteranschluss zum ersten elektrischen An-
schluss 210 der diskreten oder integrierten Kompo-
nente 208 tragen. Das Signal kann am zweiten elek-
trischen Anschluss 212 der diskreten oder integrier-
ten Komponente 208 hervortreten und kann durch die
zweite leitfahige Oberflache 206 zur ohmschen Kon-
taktoberflache 158N und schliellich zu einer Sig-
nal-E/A-Kontaktflache (nicht gezeigt) der Testplatine
getragen werden. Bei der in Fig. 10 gezeigten Aus-
fuhrungsform kann eine Aussparung im Keramiksub-
strat hergestellt werden, um die physikalische Besti-
ckung der diskret und/oder monolithisch hergestell-
ten aktiven Komponente 208 zu beherbergen.
[0068] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 kann eine an-
dere beispielhafte Ausfuhrungsform, welche das Ke-
ramiksubstrat verwendet, einen aktiven Kontakt mit
einem Kondensator vom Typ mit 3 Anschliissen um-
fassen. Bei dieser Ausfuhrungsform kann der Kon-
takt einen mehrschichtigen, monolithischen Entkopp-
lungskondensator umfassen.

[0069] Abwechselnde Signalflachen 258 und Mas-
seflachen 266 konnen aus gemustertem Metall her-
gestellt und durch Zwischenschichten aus kerami-
schem Dielektrikum (nicht gezeigt) getrennt werden.
Dies kann durch N-maliges Wiederholen eines mehr-
schichtigen Dunnfilmverfahrens erreicht werden, um
eine mehrschichtige aktive Kontaktstruktur zu erhal-
ten, wie in Fig. 11 gezeigt.

[0070] Das Netzwerk der Signalflachen 258 kann
durch ein Kontaktloch 256 an eine erste Anschluss-
klemme 254 und durch ein Kontaktloch 258 an eine
zweite Anschlussklemme 260 angekoppelt werden.
Die erste Anschlussklemme 254 kann mit einem An-
schluss eines Halbleiterbauelements in Eingriff ge-
bracht werden. Die zweite Anschlussklemme 260
kann in Kontakt mit einer Signal-E/A-Kontaktflache
128 auf einer Testplatine (nicht gezeigt) stehen. Das
Massenetzwerk 266 kann durch ein Kontaktloch 264
elektrisch an einen ohmschen Kontakt mit Massebe-
zugspunkt 262 angekoppelt werden. Der ohmsche
Kontakt mit Massebezugspunkt 262 kann an eine
Kontaktflache 132 mit Massebezugspunkt auf einer
Testplatine (nicht gezeigt) angekoppelt werden. Die-
se Ausfuhrungsform kann wegen der relativ gro3en
Plattenflache, welche durch die abwechselnde Konfi-
guration von Signal- und Masseflachen erzeugt wird,
ein deutliches Mall an Kontrolle tber ein entspre-
chendes Signal bereitstellen.

[0071] Mit den folglich beschriebenen bevorzugten
Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung wer-
den Durchschnittsfachleute leicht erkennen, dass die
hier aufgeflihrten Lehren auf noch andere Ausfih-
rungsformen innerhalb des Schutzumfangs der sich
hieran anschlieflenden Anspriiche angewendet wer-
den kénnen.

Patentanspriiche

1. Elektrische Anschluf3vorrichtung mit drei An-
schlissen, dadurch gekennzeichnet, dal sie fol-
gendes umfaldt:
einen starren Kontakt zum elektromechanischen Ver-
binden eines ersten Anschlusses (14), welcher auf ei-
nem ersten Gerat bereitgestellt wird, mit einem zwei-
ten Anschlufd (16) und mit einem dritten Anschluf}
(18), welcher auf einem zweiten Gerat bereitgestellt
wird, wobei der Kontakt genau drei Anschlisse (18,
20, 24) und ein elektrisches Beeinflussungsmittel
(10) zum elektrischen Beeinflussen des Signals beim
Ubertragen des Signals zwischen dem ersten An-
schluf® und dem zweiten Anschlufd umfalit, wobei das
elektrische Beeinflussungsmittel eine gesteuerte Im-
pedanz umfalit, welche zwischen zwei der Anschliis-
se innerhalb der AnschlufRvorrichtung ausgebildet
wird.

2. AnschluRvorrichtung zum Ubertragen mehre-
rer Signale zwischen mehreren ersten Anschlissen
zum Anschluf3 an ein erstes Gerat, und entsprechend
mehreren zweiten Anschlissen zum Anschlufd an ein
zweites Gerat, umfassend:
mehrere starre Kontakte (158A bis 158H) zum elek-
tromechanischen Ankoppeln der mehreren ersten
Anschliisse an die entsprechenden mehreren zwei-
ten Anschlisse, wobei vorbestimmte der mehreren
Kontakte folgendes umfassen: ein elektrisches Be-
einflussungsmittel zum elektrischen Beeinflussen ei-
nes entsprechenden der mehreren Signale beim
Ubertragen des entsprechenden der mehreren Sig-
nale zwischen dem entsprechenden ersten Anschluf3
und dem entsprechenden zweiten Anschluf}, wobei
wenigstens eines der elektrischen Beeinflussungs-
mittel eine gesteuerte Impedanz umfafit, welche zwi-
schen einer ersten Platte und einer zweiten Platte
ausgebildet wird, wobei die erste Platte mechanisch
mit der zweiten Platte verbunden ist, von welcher sie
elektrisch isoliert ist, und mit welcher sie einen Kon-
takt, welcher genau drei Anschlisse (158A bis 158F)
aufweist, und einen Kondensator mit drei Anschlis-
sen bildet.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
gesteuerte Impedanz zwei parallele und benachbarte
Kontakte umfafit, welche durch ein isolierendes Ma-
terial getrennt sind und dadurch eine Kapazitat da-
zwischen ausbilden.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
gesteuerte Impedanz wenigstens zwei Metallplatten
umfaldt, welche mechanisch miteinander verbunden
und elektrisch voneinander isoliert sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 4, wobei die
erste Platte als Signalschicht dient und wobei die
zweite Platte als ein elektrischer Massebezugspunkt
dient.
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6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 2 oder
4, wobei eine elektrische Isolation zwischen den we-
nigstens zwei Metallplatten eine dielektrische Be-
schichtung aus Polyimid oder Epoxiden oder Uretha-
nen oder Polyethylen oder nativem Oxid umfaft.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 oder
4, wobei die elektrische Isolation zwischen den Plat-
ten (120, 126) eine thermische Abstimmung oder ein
dazwischen lamelliertes Dielektrikum umfaft.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei ein Die-
lektrikum (124) aus Polyimid, Epoxid, Polycarbonat,
Polyphenylensulfid ausgelegt ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der
Anspriiche 4 bis 8, wobei eine mechanische Verbin-
dung zwischen beiden Platten ein oder mehrere elas-
tomere Glieder umfal3t.

10. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der
Anspriche 4 bis 9, wobei eine mechanische Verbin-
dung zwischen beiden Platten Schlitze innerhalb ei-
nes Gehauses umfalit.

11. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis
10, wobei ein Metalloxid so auf den ersten und/oder
zweiten Anschlissen (152, 154) aufgewachsen ist,
dall kein Metalloxid auf den Kontaktflachen der An-
schliisse vorhanden ist.

12. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis
11, wenigstens ein Fenster (160) umfassend.

13. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der
Anspriche 4 bis 10, wobei wenigstens eine von jeder
der Platten einen isolierten Schaltkreis umfaft.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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